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Άσκηση 5

 Να υπολογίσετε για μια περίοδο του σήματος εισόδου,  τον 
χρόνο που η τάση εξόδου Vo είναι μεγαλύτερη του μηδενός.  

 Η Vin είναι πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 6V
συχνότητας 50 Hz, και η δίοδος άγει όταν η τάση στα άκρα της 
είναι μεγαλύτερη από 0.7V.





Μονό επίπεδο 
ψαλιδισμού



Διπλός 
ψαλιδισμός



Ασκήσεις

 Δίνεται κύκλωμα ψαλλίδισης. Οι δίοδοι έχουν V0 = 0.5V και rd = 100Ω, 
R=500ΚΩ.

 Όταν στην είσοδο τεθεί ημιτονικό σήμα πλάτους Ui = 10Volts να 
δώσετε την μορφή του παλμού εξόδου που προκύπτει και να 
σχεδιάσετε το κύκλωμα για τον χρόνο που παραμένει στην μέγιστη 
και στην ελάχιστη τιμή του αντίστοιχα. Η περίοδος είναι T =10 msec. 

 Δίνονται οι τάσεις V1 = 8.3 volts και V2 = 5.5 volts.



 Εφαρμόζοντας τον 2ο κανόνα του Kirchhoff στον αριστερό βρόχο 
του κυκλώματος, έχουμε:  ui =  i*(R + rd ) + V0 + V1 =>  

ui – V1 – V0 = i * R (To rd είναι πολύ μικρό)

 Όταν η D1 άγει πρέπει: ui – V1 – V0 ≥ 0 => ui ≥ (0.5+8.3) =8.8 V.

 Όταν η  D2 άγει πρέπει:  ui – V2 + V0 ≤ 0 =>  ui ≤ 5 V.



 ui ≤ 5 volts και συνεπώς η D1 δεν άγει, αλλά η D2 άγει. 

 Το ισοδύναμο κύκλωμα δίνεται στο σχήμα. 

 Στην ανάστροφη πόλωση δεν βάζουμε κατώφλι. Αφού η D1 δεν 
άγει σημαίνει ότι το ρεύμα θα περάσει από το ΓΔ.

Έτσι uo = V2 - V0 => uo = 5V. 

Άρα μέχρι το ui να πάρει την τιμή 5V το uo θα είναι 5V



 Όταν το ui ξεπεράσει την τιμή 5volts τότε η D2 πολώνεται 
ανάστροφα. Τώρα και στους δύο κλάδους ΑΒ, ΓΔ, έχουμε πολύ 
μεγάλες αντιστάσεις. Συνεπώς είναι σαν αποκομμένο. Άρα ui = uo

 ui ≥ 8.8 volts, D1 άγει, D2 δεν άγει. 

 Μόλις η ui ξεπεράσει την τιμή των 8.8 Volts τότε άγει η D1 και το 
ρεύμα περνάει από τον κλάδο ΑΒ.

 Έτσι uo = V1 + V0 => uo = 8.8V.  Το  uo =8.8 Volts παραμένει μέχρι να 
σταματήσει να άγει η D1 και αυτό γίνεται όταν u1 < 8.8 Volts. 



Δίθυρο
 Όταν αναφερόμαστε στις i-v χαρακτηριστικές ενός στοιχείου 

δύο ακροδεκτών ή ενός υποκυκλώματος, απλά εννοούμε την 
μια  σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές v και i.

 Η γενική σχέση είναι: 
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 Όταν αναφερόμαστε στις i-v χαρακτηριστικές ενός στοιχείου 
δύο ακροδεκτών ή ενός υποκυκλώματος, απλά εννοούμε την 
μια  σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές v και i.

 Η γενική σχέση είναι: 
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Η εξίσωση του ΝΡΚ στον θεμελιώδη κόμβο vx είναι :

 Λύνοντας ως προς vx, παίρνουμε

Κατόπιν χρησιμοποιούμε τον ΝΡΚ  στην πηγή που έχουμε εφαρμόσει 

και παίρνουμε

 Με αντικατάσταση, έχουμε για το υπο-κύκλωμα την εξίσωση: 

 Αυτή είναι η i-v σχέση του υποκυκλώματος, η οποία αποδίδεται 
γραφικά στο σχήμα
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 Η κλίση είναι η κατά Thevenin ισοδύναμη αντίσταση 

 Η κατακόρυφη τομή δίνει τη κατά Thevenin τάση ανοιχτού 
κυκλώματος Voc και η οριζόντια τομή το ισοδύναμο ρεύμα 
βραχυκυκλώματος κατά Norton Isc
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Δίθυρα 
υποκυκλώματα
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Χρησιμότητα

 Γιατί τα κυκλώματα δίθυρων είναι τόσο σημαντικά; 

 Μέχρι τώρα, δεν έχουμε θέσει κανέναν περιορισμό είτε στο 
μέγεθος είτε στην σύνθεση ενός κυκλώματος. Στην πράξη, 
εντούτοις, κάποιος δεν μπορεί να συλλάβει ένα κυκλωματικό 
διάγραμμα ως ολότητα.  

 Όταν η πολυπλοκότητα αυξάνει πέρα από κάποιο όριο, η 
διαδικασία είναι να χωριστεί η λειτουργία του κυκλώματος σε 
μικρότερες υπολειτουργίες. 

 Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως "από επάνω προς τα κάτω" 
σχεδιασμός - μια σημαντική τεχνική στο σχεδιασμό των 
ηλεκτρονικών.
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υβριδικές 
παράμετροι
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Τransistor



 Το τρανζίστορ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των κυκλωμάτων 
επειδή χρησιμοποιείται για την κατασκευή όλων των δομικών 
τμημάτων των ψηφιακών και των αναλογικών κυκλωμάτων 
συμπεριλαμβανομένων των λογικών πυλών και των τελεστικών 
ενισχυτών.

 Επίσης είναι από μόνο του, ένα σημαντικό εξάρτημα για το 
σχεδιασμό των αναλογικών κυκλωμάτων τόσο σε ολοκληρωμένα 
(Ο.Κ.) όσο και σε μη Ο.Κ.. 

 Τα τρανζίστορ χωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους : 

 Στα διπολικά τρανζίστορ επαφής (BJT) τα οποία εφευρέθηκαν το 
1947 και ήταν η κυρίως χρησιμοποιούμενη συσκευή μέχρι το 1970. 

 Το τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) άρχισε να χρησιμοποιείται 
ευρέως περίπου το 1970 με τη μορφή του CMOS-FETs, 
(complementary metal-oxide-semiconductor - FETs, 
συμπληρωματικοί ημιαγωγοί οξειδίου μετάλλου - FETs) και 
γρήγορα πήρε τη θέση των BJT στις περισσότερες ψηφιακές και 
αναλογικές εφαρμογές.



 Ο λόγος  της επιτυχίας των CMOS-FETs είναι η χαμηλή 
κατανάλωση ισχύος, η εύκολη σχεδίασή τους και το μικρό τους 
μέγεθος που επιτρέπει την ανάπτυξη πολύ μεγάλης κλίμακας 
ολοκληρωμένων (VLSI)  κυκλωμάτων με περισσότερα από 106

τρανζίστορ σε ένα και μόνο πλινθίο (chip).

 Τα τρανζίστορ στις περισσότερες εφαρμογές χρειάζεται να 
οδηγούνται από τροφοδοτικά. Συνήθως χρησιμοποιούμε DC 
πηγές τάσης ή DC πηγές ρεύματος. Η εφαρμογή κατάλληλων DC 
πηγών σε ένα τρανζίστορ, με σκοπό τη λειτουργία του 
ονομάζεται πόλωση και τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται 
αποτελούν το κύκλωμα πόλωσης.



H ονομασία του τρανζίστορ (transistor) : μεταφορά ρεύματος

διαμέσου μιας αντιστάσεως (transferring current through a

resistor).
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Διαφορές

What Is The Difference Between NPN and PNP Transistor? - BYJU'S

https://byjus.com/physics/difference-between-npn-and-pnp-transistor/
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